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Напівпровідникові тверді розчини (ТР) Bi1-xSbx – відомі 

низькотемпературні ( 200 К) термоелектричні (ТЕ) матеріали, в яких 

досягаються найвищі значення ТЕ добротності Z = (6 - 7)  10-3 K-1 [1]. Раніше 

[2-4] для полікристалів Bi1xSbx при концентраціях сурми, що відповідають 

електронному фазовому переходу (ЕФП) напівметал-напівпровідник (х  0.06 –

 0.07) виявлені аномальні ділянки на концентраційних залежностях 

різноманітних властивостей. Було показано [3,4], що за температури 300 К 

величина критичного магнітного поля ВС – границя сильного та слабого 

магнітних полів – різко зменшується при переході від напівметалевих до 

напівпровідникових ТР Bi1xSbx. У зв’язку з високою чутливістю зонної 

структури Bi1-xSbx до температури актуальним є дослідження величини ВС цих 

сплавів поблизу ЕФП напівметал-напівпровідник за низьких температур. 

Об’єкти дослідження – полікристали Bi1-xSbx (x = 0.06; 0.07; 0.08), що 

піддавались гартуванню на повітрі з подальшим відпалом протягом 720 годин 

при 520 К [2]. Вимірювання RH та Δρ/ρ проводили за допомогою стандартного 

dc методу на зразках у формі паралелепіпеда 10×3×2 мм у температурному 

інтервалі Т = 80 – 300 К та діапазоні магнітних полів В = 0.01 – 1.0 Тл. 

Підтверджено аномальну поведінку ізотерм RH(х) – різке зменшення RH 

поблизу переходу напівметал - напівпровідник (х ~ 0.07) при температурах 80 К 

та 300 К. Отримана за Т = 300 К величина ВС дорівнює 0.05 Тл, що добре 

узгоджується з даними кімнатних досліджень у роботі [3]. Встановлено, що зі 

зменшенням температури значення ВС зменшується до < 0.02 Тл, що слід 

враховувати при низькотемпературних дослідженнях кінетичних характеристик 

полікристалів Bi1-xSbx. 
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